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Diody ograniczajace prad

Wydawaé by sie moglo, ze diody pélprzewodnikowe sa

A

zxf) V;/ 8Z @V,

(“ e

POV

2

0 25

Prad ptynacy przez diode [mA]
N

+ -
ANODA KATODA

-100

Napigcie anoda-katoda V. [V]

100

»
P>

Rys. 1.

elementami, ktére nie podlegajaq juz istotnym procesom

ewolucyjnym. Zaprzeczeniem tej tezy sq diody CLD,

ktérych najwiekszym producentem jest amerykanska

firma Central Semiconductor Corp.

Diody CLD (Current Limited Dio-
de) sa elementami marzen konstruk-
tor6w lubujacych sie w zaskakujacych
rozwiazaniach probleméw wczeéniej
juz rozwiazanych w bardziej tradycyj-
ny spos6b. Cecha charakterystyczna
tych elementéw jest bowiem mozli-
wos¢ stabilizacji, czyli ograniczania
pradu plynacego przez strukture
w bardzo szerokim zakresie napieé.
Na rys. 1 przedstawiamy charakterys-
tyke pradowo-napieciowa diody CLD.
Jak latwo zauwazyé¢, trudno jest trak-
towaé¢ elementy CLD jako standardo-
we diody z wbudowanym stabilizato-
rem pradu - ich charakterystyka jest
znacznie bardziej zlozona.

W kierunku =zaporowym, w zakre-
sie malych napieé¢, charakterystyka
pradowo-napieciowa przypomina
ksztaltem charakterystyke zwyklej
diody wtlaczonej - uwaga! - w kie-
runku przewodzenia (jak w diodzie
zwrotnej). Po spolaryzowaniu w kie-
runku przewodzenia charakterystyka
diody CLD ma ksztalt zblizony do
charakterystyki diody Zenera z zamie-
nionymi miejscami osiami pradu
i napiecia.

Charakterystyka z rys. 1 moze by¢
opisana z uwzglednieniem podstawo-
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Szczegoly w artykule.

wych parametréw charakterystycznych

dla diod CLD. Sa to:

- V, - napiecie, przy ktérym dioda
zaczyna dzialaé jako ogranicznik,
- I, - prad o wartoéci 0,8*I, ktory
jest przyjmowany jako progowy

prad ograniczania,

- Z, - impedancja diody przy poczat-
kowym napieciu ograniczania (jej
warto§¢ powinna byé¢ jak najwiek-
sza),

- V. - napiecie, przy ktérym dioda
ogranicza prad - jest to parametr
pomiaru impedancji Z,,

- I, - prad stabilizowany przy okres-
lonym napieciu testowym,

- Z, - impedancja zmiennopradowa
dla pradu stabilizowanego,

- POV - maksymalne napiecie pracy
diody, powyzej ktérego przestaje
ona stabilizowa¢ prad.

Schemat =zastepczy diody CLD
przedstawiono na rys. 2. Zgodnie ze
specyfikacja producenta, pasozytnicza
pojemno$¢ zlacza C wynosi zaledwie
4..10pF w dopuszczalnym zakresie
napie¢. Wydajnosé zrédla pradowego
wynosi od ok. 30pA do 15mA,
a impedancja w zakresie stabilizacji
pradu od 2kQ do ponad 4MQ. Po-
dano skrajne wartosci charakterys-
tyczne dla diod réznych typéw
i mocy. Na rys. 3 przedstawiono ro-
dzine charakterystyk diod o mocy
600mW i pradach stabilizacji
35HA..5,75mA. Wida¢ na nich, ze
diody zaczynaja przewodzi¢ juz przy
napieciu ok. 1,5V, a zdolnoé¢ stabi-
lizacji pradu osiagaja przy napieciu
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4.9V, w zaleznoséci od nominalnego
pradu stabilizowanego. Napiecie po-
czatku stabilizacji pradu obniza sie
wraz ze zmniejszaniem sie wartosci
stabilizowanego pradu. Impedancja
diody rosnie natomiast wraz ze
zmniejszaniem sie warto$ci stabilizo-
wanego pradu.

Na rys. 4 przedstawiono przekrdj
struktury diody CLD. Z pewnym
uproszczeniem mozna przyjaé, Ze jest
to element konstrukcyjnie zblizony
do tranzystora unipolarnego, w kto-
rym przeplyw pradu przez kanal jest
zalezny od jego przewodzacego prze-
kroju.

Aplikacije...

...czyli co$§, co nas najbardziej in-
teresuje.

Producent opracowal szereg in-
teresujacych aplikacji dla diod
CLD. Ich prezentacje rozpoczniemy
od przedstawienia mozliwych spo-
sobow laczenia diod i skutkow ta-
kich potaczen
(rys. 5): +
- szeregowe pola-

czenie diod R1
(musza by¢ te-
go samego ty-
pu!) umozliwia
zwickszenie za-
kresu napied
stabilizacji,

- rbwnolegle 1a- 3
czenie diod po-
zwala zwiek- +
szy¢ wydajnosé
pradowa stabili- R1
zatora,

- przeciwsobne ta-
czenie pozwala N
wykorzysta¢ dio-
dy jako symet-
ryczny ogranicz-
nik zmiennopra-
dowy (ACQ).
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Klasyczna
aplikacja dla
stabilizowanych R2
zr6det prado-
wych jest pola- ™ s
ryzacja tranzys-
tor6w w stop-
niach wzmacnia-
jacych. Na rys. A1
6 przedstawiono
przyktady pola-
ryzowania emi-
tera/zré6dta
w ukladzie OE/
0S, w ktérych
zastapienie rezystora zrédlem prado-
wym zwieksza napieciowa stabilnosé
pracy petli sprzezenia zwrotnego.
Z kolei na rys. 7 przedstawiamy
przyklad zastosowania diody CLD
w roli zrédia polaryzujacego emitery
tranzystor6w we wzmacniaczu rézni-
cowym. Dzieki temu zabiegowi wy-
datnie zwieksza sie wspoélczynnik
tltumienia sygnaléw wspdblnych
CMRR. Diody CLD doskonale spisuja
sie takze w ukltadach polaryzacji
z przesuwaniem skladowej stalej syg-
nalu, gdzie zastepuja rezystory ogra-
niczajace wzmocnienie (rys. 8). Ostat-
nim przykltadem =zastosowania diod
CLD w klasycznej aplikacji jest zasta-
pienie obciazenia w postaci rezystora
wlaczonego w obwé6d kolektora (rys.
9) lub drenu (rys. 10), dzieki czemu
wzmocnienie napieciowe takiego
stopnia jest znacznie wieksze.

Producent opracowal takze kilka
nietypowych przykladéw aplikacyj-
nych dla diod CLD, sposréd ktérych
przedstawimy cztery:

- konwerter sygnalu sinusoidalnego
na prostokatny - rys. 11,

- konwerter sygnalu sinusoidalnego
lub prostokatnego na tréjkatny -
rys. 12,

- konwerter ciagu impulséw szpilko-
wych na napiecie schodkowe - rys.
13,

- dwustopniowa ladowarka akumula-
tor6w o malej pojemnosci - rys. 14.
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Tah. 1. Zestawienie podstawowych

parametrow diod CLD firmy Central
Semiconductor.

Typ Znamio- | Maksy- | Maksy- Obu-
CLD nowy | malne | malna dowa
prad |napigcie| moc
stabilizacjii POV | rozpra-
[HA] V] szana
[mW]
CCL0035 35 100 | 600 D035
CCLO0130 130 100 | 600 D035
CCL0300 300 100 | 600 D035
CCL0500 500 100 | 600 D035
CCL0750 750 100 | 600 D035
CCL1000 1000 | 100 | 600 D035
CCL1500 1500 | 100 | 600 D035
CCL2000 2000 | 100 | 600 D035
CCL2700 2700 | 100 | 600 D035
CCL3500 3500 | 100 | 600 D035
CCL4500 4500 | 100 | 600 D035
CCL5750 5750 | 100 | 600 D035
CCLH080 8200 50 600 D035
CCLH100 10000 | 50 600 D035
CCLH120 12000 | 50 600 D035
CCLH150 15000 | 50 600 D035
1N5283 220 100 | 600 D035
1N5284 240 100 | 600 D035
1N5285 270 100 | 600 D035
1N5286 300 100 | 600 D035
1N5287 330 100 | 600 D035
1N5288 390 100 | 600 D035
1N5289 430 100 | 600 D035
1N5290 470 100 | 600 D035
1N5291 560 100 | 600 D035
1N5292 620 100 | 600 D035
1N5293 680 100 | 600 D035
1N5294 750 100 | 600 D035
1N5295 820 100 | 600 D035
1N5296 910 100 | 600 D035
1N5297 1000 | 100 | 600 D035
1N5298 1100 | 100 | 600 D035
1N5299 1200 | 100 | 600 D035
1N5300 1300 | 100 | 600 D035
1N5301 1400 | 100 | 600 D035
1N5302 1500 | 100 | 600 D035
1N5303 1600 | 100 | 600 D035
1N5304 1800 | 100 | 600 D035
1N5305 2000 | 100 | 600 D035
1N5306 2200 | 100 | 600 D035
1N5307 2400 | 100 | 600 D035
1N5308 2700 | 100 | 600 D035
1N5309 3000 | 100 | 600 D035
1N5310 3300 | 100 | 600 D035
1N5311 3600 | 100 | 600 D035
1N5312 3900 | 100 | 600 D035
1N5313 4300 | 100 | 600 D035
1N5314 4700 | 100 | 600 D035
CCLHMO080 | 8200 50 800 |SOD80 (SMD)
CCLHM100 | 10000 | 50 800 |SOD80 (SMD)
CCLHM120 | 12000 | 50 800 |SOD80 (SMD)
CCLHM150 | 15000 | 50 800 |SOD80 (SMD)
CCLMO0035 35 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLMO0130 130 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLMO0300 300 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLMO0500 500 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLMO750 750 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLM1000 1000 | 100 | 800 |SOD80O (SMD)
CCLM1500 1500 | 100 | 800 |SOD8O (SMD)
CCLM2000 2000 | 100 | 800 [SOD80 (SMD)
CCLM2700 2700 | 100 | 800 |SOD80 (SMD)
CCLM3500 3500 | 100 | 800 |SOD80 (SMD)
CCLM4500 | 4500 | 100 | 800 |SOD80 (SMD)
CCLM5750 5750 | 100 | 800 [SOD80 (SMD)
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Nie same zalety...

Niezaleznie od aplikacji diody
CLD, projektant musi uwzgledniaé, ze
elementy te charakteryzuja sie dosc
duza zaleznoscia wydajnoéci pradowej
diody od temperatury. Poniewaz za-
kres temperatur pracy jest bardzo sze-

TV D1 D2 D3

roki (-65..+200°C), a temperaturowy
wspoélczynnik wydajnodci pradowej
moze mie¢ warto§¢ z przedzialu
-0,53..42,10%/°C, to skutki zmiany war-
toSci stabilizowanego pradu nalezy
uwzgledni¢ w projekcie. Warto$¢ wspol-
czynnika temperaturowego diod CLD
jest bliska zero dla pradéw nominal-
nych ok. 760pA (typ diody: CCLO0750).

Oferta

Central Semiconductor oferuje
diody o r6znej mocy maksymalnej,
w obudowach przeznaczonych do
montazu powierzchniowego i przewle-
kanego. Dostepna jest szeroka gama
diod o r6znych pradach nominalnych,
przy czym producent dopuszcza moz-
liwo$¢ wykonania specjalnych wersji
pradowych na indywidualne zamo-
wienia.
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Zestawienie podstawowych para-
metréw diod oferowanych przez Cen-
tral Semiconductor przedstawiamy
w tab. 1.

Piotr Zbysinski, AVT
piotr.zbysinski@ep.com.pl

Artykul opracowano na bazie ma-
terialéw udostepnionych przez firme
ACTE NC Poland Sp. z o. o. (tel
(0-22) 632-83-95, e-mail: iwanej-
ko@it.com.pl), autoryzowanego dystry-
butora firmy Central Semiconductor
Corp. w Polsce.

Noty katalogowe diod CLD sq
dostepne pod adresami:
http://www.centralsemi.com/pdf/

cclm0035-5750.pdf
http://www.centralsemi.com/pdf/

cclhm080-150.pdf
i na plycie CD-EP4/2000B w katalogu
\Nowe Podzespoly\CLD
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